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GaN 系半導体は熱伝導、絶縁破壊電界などの点において優れた特性を有しており発光デバイスや高周

波パワーデバイスなどに広く応用されている。高性能な GaN 系半導体デバイスの作製には高品質かつ低

コストな GaN 基板の作製が必要不可欠である。ハイドライド気相成長（HVPE）法を用いた GaN 成長で

は、種基板として GaN テンプレートを使用することが一般的である。そこで、HVPE 法を用いてサファ

イア基板上に直接 GaN を成長することができれば GaN 基板の低コスト化が見込める。しかし、HVPE 法

のみでのサファイア基板上への直接成長は HVPE 法での低温バッファー層の成長条件ウィンドウが極め

て小さく、良質な GaN 膜を安定に作製することが難しいことがよく知られている。本研究では、極性反

転を用いることにより HVPE 法のみで GaN のサファイア基板上への直接成長に成功したので報告する。 

HVPE 法を用いて c 面サファイア基板上に高品質な N 極性 GaN の成長を試みた。サファイア基板を

NH3ガスによって窒化処理した後に N 極性 GaN を成長させた。本研究では、キャリアガス、成長温度を

主な成長パラメーターとして成長条件の最適化を行った。初期成長を解析した結果、N2 キャリアガスか

つ 1100 ℃の高温成長において基板全面において N 極性の GaN を得ることに成功した。その後、長時間

の成長を連続的に行うことにより鏡面の GaN 膜が得られた。Fig. 1 に示す N2キャリアガスかつ高温成長

した GaN の表面 SEM 像から分かる通り、非常に平坦な表面状態を得ることができた。成長後の GaN の

極性をKOH水溶液を用いた極性判別により調査すると、Ga極性のGaNが成長していることが分かった。

極性反転の解析のため断面 CL の観察を行った（Fig. 2）。図中の強く発光している箇所が N 極性で、発

光が弱い箇所が Ga 極性に相当しており、成長途中で徐々に極性反転が起きていることが示唆された。以

上のことから、N2キャリアガスかつ高温の成長条件でサファイアは十分に窒化され成長初期では N 極性

の GaN が成長し、極性反転をすることで Ga 極性 GaN が成長していることが分かった。さらに、GaN テ

ンプレート上への成長と比較して、サファイア上への直接成長は転位密度が低いことも分かり、高品質・

低コストな GaN 基板の可能性を見出すことができた。 
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Fig. 1 Surface SEM image of GaN grown 

with N2 carrier gas at high temperature. 

Fig. 2 Cross-sectional CL image of GaN grown with 

N2 carrier gas at high temperature. 
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